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Вèêлàдеíо осíовíі відомості пðо сучàсíі тà пеðспеêтèвíі 
техíології вèготовлеííя фуíêціоíàльíèх тà фуíêціоíàльíо-
пðогðàмовàíèх елеêтðоííèх пðèстðоїв. Розгляíуто 
техíології сêлàдовèх чàстèí елеêтðоííèх пðèстðоїв: елеê-
тðоííèх модулів, мехàíічíèх êомпоíеíтів тà іí. Тàêож вè-
êлàдеíо осíовíі вèмогè до сêлàдàííя, пðогðàмувàíííя, те-
стувàííя, ðегулювàííя, íàлàштувàííя тà опеðàційíого êоí-
тðолю елеêтðоííèх пðèстðоїв.
Äля студеíтів вèщèх íàвчàльíèх зàêлàдів, яêі íàвчàються 
зà íàпðямом “Елеêтðоííі àпàðàтè”, тà фàхівців, яêі пðоеê-
тують, вèготовляють àбо обслуговують ðізíомàíітíу елеê-
тðоííу техíіêу в гàлузях àвіоíіêè, біомедèчíої і побутової 
техíіêè тощо.
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Вèêлàдеíо фізèчíі, мàтеðіàлозíàвчі і техíологічíі 
осíовè отðèмàííя шèðоêого êлàсу íàíомàтеðіàлів íà 
оðгàíічíій, íеоðгàíічíій тà біологічíій осíовàх. Роз-
гляíуто способè вèðобíèцтвà íàíомàтеðіàлів. Нà-
ведеíо методè досліджеííя íàíооб’єêтів тà будо-
ву íàйпошèðеíішèх íèíі íàíомàтеðіàлів. Вèзíàчеíо 
гàлузі зàстосувàííя íàíомàтеðіàлів.
Буде êоðèсíèм для студеíтів фізèêо-техíічíèх тà 
іíжеíеðíо-техíічíèх спеціàльíостей вèщèх íàвчàль-
íèх зàêлàдів.
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Êнига посвящена одной из ключевых проблем проектирования термо элек три чес-
ких устройств (ТЭÓ) — поиску путей повышения их надежности. Исследованы 
основные методы повышения показателей надежности ТЭÓ: конструктивный, па-
раметрический, структурный и комбинированный. Приведены результаты расчетов 
основных характеристик и показателей надежности одно- и двухкаскадных ТЭÓ 
в зависимости от геометрии ветвей термоэлементов, токового режима работы, па-
раметров исходных материалов термоэлементов (термоэлектрической эффектив-
ности, коэффициента термо-эдс и электропроводности) и проведен анализ полу-
ченных результатов. Также рассмотрены простейшие схемы резервирования эле-
ментов и проведен сравнительный анализ различных способов включения резерва. 
Показаны возможности комбинированного (совмещенного) метода повышения по-
казателей надежности ТЭÓ путем оценки совместного использования конструктив-
ного и параметрического методов в сравнении с результатами, которые можно по-
лучить при их раздельном применении.
Предназначена для инженеров, научных работников, а также студентов соответ-
ствующих специальностей, занимающихся вопросами надежности элементов элек-
троники и в целом РЭА, а также разработкой и проектированием термоэлектриче-
ских устройств.
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